
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSI طراحي سيستمهاي

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

کدام گزینه درست است؟

die افزایش پیدا می کند.بارآوري با افزایش اندازه die کاهش پیدا می کند.بارآوري با افزایش اندازه 

die تقریبا ثابت می ماند.  بارآوري با افزایش اندازه die مستقل است.بارآوري از اندازه 

1

۱2

34

-

..

..

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

هاي مجزا قرار گرفته اند).کدام گزینه درست در چاهPMOSدو وارونگر زیر را در نظر بگیرید (فرض کنید ترانزیستورهاي 
است؟

کمتري است. Vthوارونگر (ب) بهتر از وارونگر (الف) است زیرا داراي 

کمتري است. Vthالف) بهتر از وارونگر (ب) است زیرا داراي ( وارونگر

در وارونگر(ب) مشکل اثر بدنه وجود دارد ولی وارونگر (الف) داراي این مشکل نیست.

در وارونگر(ب) مشکل اثر بدنه وجود دارد.

2

۱

2
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.

.

.

.

P  بالابر این وارونگر را دو برابر سازیم آستانه ولت باشد. چنانچه پهناي کانال 1,7 فرض کنید وارونگري داراي ولتاژ آستانه 
سوییچینگ جدید چه خواهد شد؟

 ولت1,7بزرگتر از ولت  1,7

با این داده ها نمیتوان حساب کرد. ولت1,7کوچکتر از 

3
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSIطراحي سيستمهاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

تابع مدار زیر چیست؟ 

(d.e)c)a.(bZ ).().( edcbaZ 

edcbaZ ... edcbaZ .).( 

4

۱2

34

-

..

..

مدار زیر چه منطقی را پیاده سازي می کند؟

XOR 1  به 2دیکدر منطق

منطق 1OR         به 2مالتی پلکسر 

5
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSIطراحي سيستمهاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

PMOS افزایشی داریم براي یک ترانزیستور 
1 2

s G V =5v, V 0 , 0.02 , 1.5 , / 80 /TH P oxv v V v C W L uA v     جریان و ناحیه
DVکاري ترانزیستور به ازاي  =0v چیست؟

0.53mA0.53, ناحیه تریوديmAناحیه اشباع ،  

1.06 mA1.06  ، ناحیه تریودي mAناحیه اشباع ، 

6

۱2

34

-

..

..

CMOS حاشیه نویز چه می شود؟ با دو برابر کردن پهناي همگی ترانزیستورها در گیت ایستاي ، 

نصف می شود .    تغییر نمی کند.       

چهار برابر می شود.دو برابر می شود.          

7

۱2

34

-
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کدام گزینه درست است؟

 بزرگDDV بزرگ انتخاب شود و W/L بیشتر شود و نسبت loadCبراي کاهش تاخیر و افزایش سرعت در مدار وارونگر باید 
باشد.

  کوچکDDV کوچک انتخاب شود و W/L کم شود و نسبت loadCبراي کاهش تاخیر و افزایش سرعت در مدار وارونگر باید 
باشد.

 بزرگDDV بزرگ انتخاب شود و W/L  کم شود و نسبت loadCبراي کاهش تاخیر و افزایش سرعت در مدار وارونگر باید 
باشد.

DDV کوچک انتخاب شود و W/L بیشتر شود و نسبت loadCبراي کاهش تاخیر و افزایش سرعت در مدار وارونگر باید 
 کوچک باشد.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSIطراحي سيستمهاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

گیتهاي انتقالی روبرو چه تابع منطقی را پیاده سازي می کنند؟

CBABCAZ A.B.CZ 

CAA)AB(CZ CBCABAZ 

9

۱2

34

-

..

..

کدام درست است؟

ترانزیستور با پهناي بیشتر قابلیت جریان دهی کمتري دارد.

 منظور از ترانزیستور ضعیف یعنی آنکه مینیمم اندازه ممکن براي آن در نظر گرفته شده است.

ترانزیستور پهنتر داراي ظرفیت خازنی کمتري در گیت خود می باشد.

ترانزیستور پهن تر، مقاومت بیشتري را در مدل ترانزیستوري از خودشان می دهد.

10
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-

.

.

.
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 می گذارد؟DSI کاهش دهیم، این کار چه تاثیري روي 3اگر ضخامت اکسید گیت را با ضریب 

DSI افزایش پیدا می کند.         3 با ضریب DSI کاهش پیدا می کند.3 با ضریب 

DSI ضخامت اکسید گیت و  کاهش پیدا می کند.              6 با ضریبDSI.از یکدیگر مستقلند 

11

۱2

34

-

..

..

CMOS 2 با یک گیت انتقالی
THV 1 , ( / ) 100 /v K W L A V  6وسیگنالهاي کنترلی , 6v v 

ولت تغییر می کند. مقاومت سوئیچ به ازاي مقادیر حدي چقدر است؟6تا 0کار می کند. سیگنال ورودي در محدوده 

1.25kΩ 0.8kΩ1kΩ3.33kΩ

12
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSI طراحي سيستمهاي

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

 باNMOS و PMOS را درایو می کند. وارونگر داراي ترانزیستورهاي 100fF باري به ظرفیت CMOS یک وارونگر 
مینیمم اندازه است. با فرض چشم پوشی از خازنهاي پارازیتی تاخیرهاي انتشار براي ورودي پالس مربعی (زمان شیب خیز

 است؟5.7kΩ برابر با NMOSو افت برابر با صفر است) کدامند؟ فرض کنید مقاومت حالت روشن مقاومت 

pHL pLH= =1179ps    pHL pLH= =393ps    

pHL pLH= 393ps ,  =3ns pHL pLH= 397ps ,  =1179ps 

13

۱2

34

-

..

..

کدام گزینه درست است؟

np  به کار رود. و نفوذ یک تماس میتواند براي اتصال نفوذ 

 یک تماس می تواند براي اتصال نفوذ و فلز یک استفاده شود.

via میتواند براي اتصال پلی سیلیکون و فلز دو به کار رود. یک 

NMOSpp  اتصال پیدا می کند.DDV قرار گیرند که آن  یا چاه  باید در یک زیر لایه نوع  ترانزیستورهاي 

14

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

11   از 5  صفحه  92-1391  نیمسال اول   ۱۷۰۱/۱۷۰۱۶۷۶ 

W
W

W
.P

N
U

N
A

.C
O

M

WWW.PNUNA.COM

http://pnuna.com
http://unip.ir
http://pnuna.com
http://pnuna.com


حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSIطراحي سيستمهاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

؟ با توجه به گیت منطقی زیر، کدام گزینه صحیح می باشد

EDBCAout  ..CDBECAEDABout 

).().( DCEBAout out =(A+C).(A+E+D).(B+D).(B+E +C)

15

۱2

34

-

..

..

/2 با n کانال MOSFETدر یک ترانزیستور  20, 0.8 , 50 /TH nW L V v K A V  به عنوان سوییچ 

 ولت است. به ازاي5 تا 0بین  GSVکوچک به کار می رود. ولتاژ کنترلی  DSVبا 

, 1 , 5DS D GSV I mA V v  چقدر است؟

0.245v 8.15v2.45v0.815v

16

۱234

-

....

 در صورتی که بخواهیم زمان هاي بالا رونده و پایین رونده با هم مساوي باشند،CMOS پنج ورودي NORدر یک گیت 
pn و 3اندازه هاي ترانزیستورها چیست؟ (کوچکترین اندازه ترانزیستور را برابر با   2(

 30 WpMOS, 3 WnMOS  15WpMOS, 3 WnMOS 

15WpM OSWnMOS  6 WpMOS, 15WnMOS 

17

۱2

34
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSIطراحي سيستمهاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

وارونگري با بار مقاومتي و مشخصات زير در نظر بگيريد.
2/,200,8.0,/20,5 2  LWkRvVvAKvV LTHnDD 

HILOLمقادير  NMVV   به ترتيب كدامند؟,,

vvv 0,15vvv و 0,93 و 0,78 0,97 و 0,78 و 3,03

vvv 0,97vvv و 0,15 و 0,78 0,15 و 0,93 و 3,03

18

۱2

34

-

..

..

 صحيح مي باشد؟AOI-212كدام گزينه در مورد معناي گيت 
این ساختار داراي دو حاصل جمع دو ورودي و یک حاصل ضرب تک ورودي است.

این ساختار داراي دو حاصل ضرب دو ورودي و یک حاصل ضرب تک ورودي است.

این ساختار داراي دو حاصل ضرب یک ورودي و یک حاصل جمع تک ورودي است.

این ساختار داراي یک حاصل جمع دو ورودي و یک حاصل ضرب تک ورودي است.

19

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 فرض کنید قوانین طراحی به صورت زیر باشد. 
0.5- اندازه تماس  0.5 

0.4- فاصله تماس تا لبه ناحیه فعال 
 0.5- فاصله تماس تا لبه پلی

0.8- حداقل پهناي ناحیه فعال: 
 که درین آن با فلز تماس پیدا کرده مینیمم مساحت درین چقدر است؟2براي ترانزیستوري به پهناي 

 28.2 222426.1 

20

۱234

-

....

کدام گزینه درست است؟
 

BiMOSI O  و مدارهاي محرك مناسب به نظر نمی رسد./ براي مدارهاي به کار گیري منطق 

BiCMOSCMOS  است. آسانتر از فرایند مشابه فرایند ساخت 

BiCMOSVLSI  باشد. میتواند روش موثري در بالا بردن سرعت مدارهاي استفاده از گیتهاي 

BiCMOSALU ROM  رجیستر فایل راه موثري براي بهبود سرعت اینگونه مدارها است. ،  در سیستمهایی مانند استفاده از 

21
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSIطراحي سيستمهاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

تابع خروجی مدار زیر کدام است؟

CBACBAout .... )( ABACCABout 

CBAout CBAout ).( 

22

۱2

34

-

..

..

تابع منطقی مدار زیر کدام است؟

A.B.C.D.EB.C+D.E.A

E+D+C+B+AC)+A).(B+E+(D

23

۱2
34

-

..

..

MOSFETn GS  با رابطه dsV مقدار ولتاژ  افزایش کانال در یک  TH(V -V )(1- 1- )بیان میشود. به ازاي
 ترانزیستور در ناحیه تریودي عمل میکند؟چه مقداري از 

115.01.0

24

۱234
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSIطراحي سيستمهاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

 را نمایش می دهد. کدام گزینه در مورد این شکل صحیح است؟MOSFETشکل زیر نماي مقطعی یک 

nFET در چاه n  pFET در چاه nnFET در چاه ppFET در چاه p

25

۱234

-

....

 شکل زیر داریم:NMOS- براي ترانزیستورهاي 

2v=V ,A/v20=C 0,=m,1=L2=L1 TH
2

oxn 

  را محاسبه کنید؟ R و مقاومتQ2 و Q1براي داشتن ولتاژهاي مشخص شده در شکل، عرض 

1-

سوالات تشريحي
 نمره۱,۴۰ 
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSIطراحي سيستمهاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

 ولت باشد.2,5 داراي تغییرات ولتاژ صفر تا INمدار شکل زیر در نظر بگیرید. فرض کنید ورودي 

VVVVVAKK nTHnTHlndn 7.0,4.0,/115 2,1,
2

,,  

VVINالف) چنانچه  0 باشد ولتاژ خروجی چند ولت است؟در حالت پایدار ناحیه عملیاتی ترانزیستور M2

براي چنین ورودي چیست؟

VVINب) ولتاژ خروجی را براي  5.2 محاسبه کنید. براي این ورودي در حالت پایدار ناحیه عملیاتی M2

چیست؟ 

VVINج) فرض کنید احتمال اینکه  0 است0.3  باشد برابر (prob(IN=0)=0.3)متوسط توان مصرفی ایستا 
را براي این مدار حساب کنید؟

 نمره۱,۴۰ -2

مزایاي وارونگر با بارتخلیه اي نسبت به وارونگر با بار مقاومتی را توضیح دهید؟   نمره۱,۴۰ -3

32121A1A2A3=fتابع منطقی  CCCBB  را به وسیله منطق CMOSنمره۱,۴۰ -4 پیاده سازي کنید؟ 
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

VLSIطراحي سيستمهاي 

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۲۰۵مهندسي كامپيوتر(سخت افزار)چندبخشي

تابع منطقی نمودار میله اي زیر چیست؟  نمره۱,۴۰ -5
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